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一、产品概述 

1.1 产品特点 

 产品特性 

最大数据存取时间：40ns 

异步存储器，功能兼容 Aeroflex 公

司 UT7156 与 IDT 公司 IDT71256 

输入/输出接口 TTL 电平 

电源电压：5V 

封装形式：28 引线 D 型陶瓷双列封

装（CQFP68） 

 可靠性指标 

工作温度：-55℃ ～ +125℃ 

抗静电指标（人体模型）：2000V 

抗总剂量：≥100Krad（Si） 

单粒子锁定（SEL）LET 阈值：

≥75MeV·cm2/mg 

单粒子翻转错误率小于1E-10错误/

天·位（GEO 轨道，等效 Al3 mm） 

1.2 产品用途及应用范围 

YK7156A是一款高性能、异步、抗辐照加固32k×8位SRAM ，性能指标与Aeroflex公

司UT7156一致。YK7156A为异步操作存储器，不需要外接时钟。由于具有抗辐照加固、

数据存取时间快等特点，YK7156A是辐照环境中工作的系统设计的理想选择。 

二、产品工作条件 

2.1 绝对最大额定值 

绝对最大额定值如表 2-1 所示。  
表 2-1绝对最大额定值 

参数名称 参数符号 参数值 单位 

电源电压 VDD -0.5～7.0 V 

管脚输入电压 Vin -0.5 V ~(VDD+0.3) V 

贮存温度 Tstg -65～150 ℃ 

引线耐焊接温度 Th 260 ℃ 
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参数名称 参数符号 参数值 单位 

热阻 Rth(J-C) 5 ℃/W 

功耗 PD 2 W 

2.2 推荐工作条件 

推荐工作条件，见表 2-2 所示。 
表 2-2推荐工作条件 

参数名称 参数符号 参数值 单位 

电源电压 VDD 4.5~5.5 V 

输入电压 VIO 0~VDD V 

工作环境温度 TA -55～125 ℃ 

三、封装及引出端说明 

3.1 引出端排列 

 
YK7156A采用DIP28封装，引脚排列顺序如图3-1所示，表3-1为YK7156A引脚说明。 

 
图 3-1 YK7156A引脚排列顺序 

表 3-1 YK7156A引脚说明 

序号 编号 Pin 符号 输入/输出 功能 

1 P1 A14 输入 地址输入信号 
2 P2 A12 输入 地址输入信号 
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序号 编号 Pin 符号 输入/输出 功能 

3 P3 A7 输入 地址输入信号 
4 P4 A6 输入 地址输入信号 
5 P5 A5 输入 地址输入信号 
6 P6 A4 输入 地址输入信号 
7 P7 A3 输入 地址输入信号 
8 P8 A2 输入 地址输入信号 
9 P9 A1 输入 地址输入信号 
10 P10 A0 输入 地址输入信号 
11 P11 DQ0 双向 数据输出信号 
12 P12 DQ1 双向 数据输出信号 
13 P13 DQ2 双向 数据输出信号 
14 P14 VSS 输入 地 
15 P15 DQ3 双向 数据输出信号 

16 P16 DQ4 双向 数据输出信号 

17 P17 DQ5 双向 数据输出信号 

18 P18 DQ6 双向 数据输出信号 

19 P19 DQ7 双向 数据输出信号 

20 P20 E
__

1 输入 
__

 片选控制信号 
21 P21 A10 输入 地址输入信号 

22 P22 G 输出 ___

 输出使能信号 

23 P23 A11 输入 地址输入信号 
24 P24 A9 输入 地址输入信号 
25 P25 A8 输入 地址输入信号 
26 P26 A13 输入 地址输入信号 

27 P27 W 输入 ____

 读写控制信号 

28 P28 VDD 输入 电源 

 

3.2 引脚信号描述 

表3-2为YK7156A引脚信号说明。 

表3-2 引脚信号描述 

符号 类型 名称及功能 
A0~A14 输入 地址输入信号 

DQ0~DQ7 双向 双向数据信号 
E
__

1 输入 
__

 片选控制信号，低电平有效 
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W 输入 
____

 
读写控制信号，低电平时，作为写操作控制信号；高电平时，作为

读操作控制信号 

G 输出 
___

 输出使能信号，低电平有效 
VDD 输入 5V 电源 
VSS 输入 地 

3.3 外形尺寸说明 

器件采用 28 引线 DIP 封装。外形尺寸按 GB/T7092 的规定，外形尺寸如图 3-2 所示，

具体尺寸见表 3-3。 

 
注：1）为装配平面，2）为引出端识别标志区 

图 3-2 外壳外形 

表 3-3 外形尺寸 

尺寸符号 
数  值（单位：毫米） 

最  小 公  称 最  大 

A － — 5.1 

A1 0.51 — — 

b1 0.35 — 0.59 

C 0.20 — 0.36 

E — 2.54 — 

e1 — 15.24 — 
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L 2.54 — 5.00 

D — — 36.12 

Z — — 1.78 
注：未注公差按 GB/T7902 执行 

四、产品功能 

YK7156A是一款宇航用异步操作存储器，具有抗辐照加固、数据存取时间快等特点，

YK7156A是辐照环境中工作的高速系统设计的理想选择。 

4.1 产品的基本工作原理 

抗辐照加固SRAM—YK7156A结构框图如图4-1所示： 

 

图 4-1 YK7156A电路功能框图 

4.2 芯片系统结构和工作原理 

YK7156A有 3 个控制信号：芯片使能信号 E
__

1
__

，写使能信号W
____

，输出使能信

号G
___

输入 

。使能控制端输入信号决定芯片工作模式，具体如表 4-1 所示。 
表 4-1 真值表 

输出 
G  W  1E  I/O模式 模式 
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X X 1 三态 待机 
X 0 0 数据输入 写操作 
1 1 0 三态 读操作 
0 1 0 数据输出 读操作 

注：1. X = Don’t care 

4.3 时序特性和操作方式 

 读周期 

W
____

电平高于VIH(min)且E
__

1
__

读操作方式 1 为地址变化读取。当片选有效且

电平低于VIL(max)时，操作定义为读周期。读操作访问时间定

义为片选信号、输出使能和地址中较晚有效信号到来的时间和输出有效数据的时间之差。 

G
___

=0，W
____

=1 时，输入地址的变化触发读

操作。当满足指定的时间条件tAVQV时，DQ(7:0)会输出有效数据。整个周期内输出都保持有

效状态。 

读操作方式 2 为片选控制读取，当在G
___

=0，W
____

=1，且地址在整个周期内维持稳定的情

况下由E
__

读操作方式 3 为输出使能控制读取。当

1 触发读操作。当满足指定的时间条件tETQV时， DQ(7:0)输出有效数据。 

E
__

1
__

=0、W
____

=1，且地址在整个周期内维持稳定时，

由G
___

 写周期 

信号触发。tAVQV和tETQV都满足的条件下，访问时间为tGLQV。 
 

 W
____

和E
__

1
__

电平均低于VIL(max)，操作定义为写周期。G
___

端的信号状态在写周期时并不重要。

当G
___

电平高于VIH(min)或W
____

 写操作方式 1 为写使能控制写操作，在

低于VIL(max)时，输出置于高阻态。 

E
__

1
__

=0 的情况下由变高的写使能信号W
____

触发的。

W
____

触发写操作时写脉宽定义为TWLWH。对于W
____

触发的写操作，除非G
___

端的设定使得输出处

于高阻态，用户必须在输入 8 位数据DQ(7:0)前等待TWLQZ的时间以避免总线冲突。 

写操作方式 2 为片选控制写操作，由有效的E
__

1
__

触发的。此时写脉宽定义为TE1LWH或

TE2HWH。对于E
__

1
__

触发的写操作，除非G
___

端的设定使得输出处于高阻态，用户必须在输入 8

位数据DQ(7:0)前等待TWLQZ的时间以避免总线冲突。 
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五、产品电特性 

5.1 直流电特性（辐照前/辐照后） 

参数 符号 

条件 
(除另有规定外) 

-55℃≤TC≤125℃，VDD=5×(1±10%) 
V 

极限值 
单位 

最小 最大 

输出高电平电压 VOH 
VDD=4.5V，IOH= -4mA 

 
2.4 ― V 

输出低电平电压 VOL VDD=4.5V，IOL=8mA ― 0.4 V 

输入高电平电压 VIH TTL 接口，VDD= 5V 2.2 ― V 

输入低电平电压 VIL TTL 接口，VDD= 5V ― 0.8 V 

输入漏电流 IIN VIN = VDD和 VSS ,VDD=5.5V -5 5 μA 

三态输出漏电流 IOZ VO=VDD和 VSS，VDD=5.5V，G =5.5V -10 10 μA 

待机电源电流 IDD(SB) 
IOUT=0，VDD=5.5V， 1E =VDD－0.5，

VIH =5.5V，VIL = 0V 
― 1.2 mA 

数据保持电压 VDR VDD=2.7V 2.7 ― V 

数据保持电流 IDDR 
VDR=2.7V， 1E =VDR，其他输入为

VDR或 VSS 
― 0.4 mA 

工作电源电流

@1MHz 
IDD(OP) IOUT=0，VDD=5.5V ― 50 mA 

工作电源电流

@25MHz 
IDD1(OP) IOUT=0，VDD=5.5V ― 120 mA 

输入电容 CIN f =1 MHz，TA=25℃ ― 20 pF 

输出电容 CIO f =1 MHz，TA=25℃ ― 20 pF 

5.2 读周期交流电特性 

参数 符号 
条件 

(除另有规定外) 
-55℃≤TC≤125℃，VDD=5×(1±10%) V 

极限值 
单位 

最小 最大 
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读周期 tAVAV 

见图 5-1 

40 ― ns 

数据读取时间 tAVQV ― 40 ns 

输出保持时间 tAXQX 5 ― ns 

G 控制输出使能时间 tGLQX 

见图 5-3 

3 ― ns 

G 控制有效输出使能时
间 tGLQV ― 15 ns 

G 控制输出三态时间 1 tGHQZ ― 15 ns 

1E 控制输出使能时间 tETQX 

见图 5-2 

3 ― ns 

1E 控制读取时间 tETQV ― 40 ns 

1E 控制输出三态时间 1 tEFQZ ― 15 ns 

注：* 辐照后性能在 25 ℃下测试 

1. 设计保证但不测试。 

 
测试条件：1. ( )max1 ILVE ≤ 、 ( )maxILVG ≤  

2. ( )minIHVW ≥  

图 5-1读操作方式 1：地址变化读取 

 

测试条件：1. ( )maxILVG ≤
、 ( )minIHVW ≥  
图 5-2读操作方式 2：片选控制读取 元
坤
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测试条件：1. ( )max1 ILVE ≤  

2. ( )minIHVW ≥  
图 5-3读操作方式 3：输出使能控制读取 

5.3 写周期交流电特性 

参数 符号 
条件 

（除另有规定外） 
-55℃≤TC≤125℃ VDD=5×(1±10%) V 

极限值 
单位 

最小 最大 

写周期 tAVAV  40 ― ns 

片选使能到写周期
结束时间 tETWH 见图 5-4 35 ― ns 

地址相对 1E 控制写

信号的建立时间 
tAVET 见图 5-5 0 ― ns 

地址相对W 控制写

信号的建立时间 
tAVWL 

见图 5-4 
0 ― ns 

写脉冲宽度 tWLWH 35 ― ns 

地址相对W 控制写

信号的保持时间 
tWHAX 见图 5-4 0 ― ns 

地址相对 1E 控制写

信号的建立时间 
tEFAX 见图 5-5 0 ― ns 

W 控制三态时间 1 tWLQZ 
见图 5-4 

― 15 ns 

W 控制输出使能时

间 
tWHQX 1 ― ns 

片选使能脉冲宽度 tETEF 见图 5-5 35 ― ns 

数据建立时间 tDVWH 
见图 5-4 

30 ― ns 

数据保持时间 tWHDX 3 ― ns 
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片选使能控制写脉
冲宽度 tWLEF 

见图 5-5 

35 ― ns 

数据建立时间 tDVEF 35 ― ns 

数据保持时间 tEFDX 0 ― ns 

地址有效到写操作
结束时间 

tAVWH 
见图 5-4 

35 ― ns 

写失效时间 tWHWL 5 ― ns 

注：* 辐照后性能在 25℃下测试 

1.设计保证，不测试 

   

测试条件：1. ( )maxILVG ≤ 。如果 ( )minIHVG ≥ 则 Q(7:0)将在整个写周期为三态 

2. 在 tAVAV 周期内，G 为高电平 

图 5-4 写操作方式 1：W 控制写操作 

 
 

测试条件：1. ( )maxILVG ≤ 。如果 ( )minIHVG ≥ 则 Q(7:0)将在整个写周期为三态 

2. 在 tAVAV 周期内，G 为高电平 

图 5-5 写操作方式 2：片选控制写操作 
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5.3 数据保持特性（辐照前后） 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

VDR 数据保持电压 2.7 -- V 
IDDR

1 数据保持电流 - 0.4 mA 
TCDR

2
 片选无效到数据保持时间 0 -- ns 

TR
2 工作恢复时间 tAVAV -- ns 

注：*. 辐照后特性在 25℃下保证 

1． E 1
_____

 
图 5-6 低电压数据保持波形 

=VDR，其它输入= VDR或VSS  
2．保证但不测试 

图 5-6 为低电压数据保持波形图。 

六、典型应用 

YK7156A芯片的一种典型应用系统如图6-1所示，系统包含两个部分：一部分是CPU，

用于产生芯片工作所必须的控制信号、地址信号和数据信号；另一部分芯片自身。CPU 的

构建可由用户根据需要灵活设计，其产生的信号只要满足 SRAM 芯片的时序要求，芯片就

能正常工作。 
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图 6-1 典型应用电路 

七.应用注意事项 

7.1 产品应用说明 

为了确保系统稳定运行，在系统应用中，配置存储器时需要注意： 

（1）YK7156A的供电电源应尽量稳定，电源峰峰值应小于500mV； 

（2）所有输入信号爬坡应尽可能小，最大爬沿时间应小于8ns/v；当W信号因负载大跃

变缓慢或跃变时有明显抖动，则W不可与CE同时结束， 应保证CE提前W（以vil计算）2ns

结束或推后W（以vih计算）2ns结束； 

（3）输入端不可悬空； 

（4）输出端不可与电源或地相连； 

（5）器件盖板内部接地，焊接时 应避免焊盘与盖板接触； 

（6）系统中各种总线应尽可能避免过冲信号。  

7.2 产品防护 

产品包装由无腐蚀的材料制成，能导电或用抗静电材料涂敷过或浸渍过，具备足够的抗

静电能力。 

元
坤
智
造



       

        

13 

在避免雨、雪直接影响的条件下，装有产品的包装箱可以用任何运输工具运输。但不能

和带有酸性、碱性和其它腐蚀性物体堆放在一起。 

包装好的产品贮存环境应满足Q/W 657A－2007 第8.1 规定的I类库房条件要求（温度：

15℃~25℃， 湿度：25%~65%），周围没有酸、碱或其它腐蚀性气体，通风良好，且具备相

应防静电措施。 
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